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8Kスーパーハイビジョンに代表される大画面・高精細・高輝度フラットパネルディスプレイの

開発に向けて、制御駆動素子である薄膜トランジスタ (thin-film transistor，TFT) の高性能化が要

求されている。その TFTのチャネル層材料として、高移動度を有し低温で形成可能なアモルファ

ス酸化物半導体である a-In-Ga-Zn-O (a-IGZO)が有望視されている。そこで、デバイス水準の安定

性かつ電気的特性を有する IGZO TFTの作製を念頭に、マグネトロン放電に重畳した誘導結合プ

ラズマを独立に制御し、スパッタ粒子の流束と薄膜の結晶性や組成に影響する反応性粒子の流束

を独立に制御可能なプラズマ支援反応性スパッタリング法を用いた a-IGZO薄膜の低温形成、およ

びこの a-IGZO薄膜を用いた TFTの特性評価を行っている。これまでに、低温で高品質 IGZO TFT

の作製を目指して、(1)製膜プロセス最適化による高品質 as-deposited a-IGZO薄膜作製、(2)プラズ

マ照射による低温ポストプロセスによるa-IGZO薄膜の高品質化の2つのアプローチで研究を行っ

てきており、電界効果移動度が42 cm2/Vsの高移動度の IGZO TFTを作製することに成功している。

本研究では、大面積基板へのプロセス対応を念頭に、プラズマ支援反応性スパッタリング法を用

いた基板上への a-IGZO薄膜の膜厚の均一

性向上と、TFT 特性について評価した。

500x150mm2の IGZO 焼結体ターゲットを

用いた膜厚均一性について、ターゲット基

板間(TS)距離を変化させて調べた。図 1に

示すように、TS 距離を増加させると、膜

厚均一性は向上し、TS距離が 220mm近傍

でほぼ均一な膜厚が得られた。さらに、こ

れらの a-IGZO薄膜に低温ポストプロセス

として、Ar+O2+H2 プラズマを照射して作

製した IGZO TFT は電界効果移動度が

20~30 cm2/Vs程度の高移動度を示した。詳

細は講演にて。 

Fig.1. a-IGZO薄膜の膜厚均一性に対するターゲット

基板間(TS)距離依存性. 
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